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요약

    
본 고안은 박막 트랜지스터 액정 표시 장치에 관한 것으로서, 종래와 같이 멀티 레벨 게이트 구동을 위한 추가 회로 없
이도 멀티 레벨 게이트 방식으로 박막 트랜지스터 액정 표시 장치를 구동하는 것을 목적으로 한다. 본 고안에 의한 박막 
트랜지스터 액정 표시 장치는 다수개의 화소로 이루어진 액정 패널과 게이트 구동부를 포함하고 있다. 액정 패널을 이
루는 각각의 화소는 박막 트랜지스터를 구비하고 있으며, 박막 트랜지스터는 채널의 상부에 제1 게이트가 형성되어 있
고 채널의 하부에 제2 게이트가 형성되어 있다. 게이트 구동부는 박막 트랜지스터의 동작을 제어하기 위하여 제1 게이
트에 제1 구동전압을 인가하고 제2 게이트에 제2 구동전압을 인가한다. ㅂ람직하게는, 제1 구동전압과 상기 제2 구동
전압은 동일한 개시 시점을 가지지만 다른 폭을 갖는다.
    

대표도
도 5

명세서
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도면의 간단한 설명

도 1a는 종래 기술에 따른 MLG 구동전압 발생회로를 나타낸 블록도

도 1b는 종래의 MLG 발생 회로부의 출력 파형도

도 1c는 종래의 게이트 드라이버 IC부의 출력 파형도

도 2는 본 고안에 의한 MLG 구동전압 발생 회로의 어레이 단면도

도 3 및 도 4는 본 고안에 의한 2중 게이트 형성을 위한 게이트 패드 형성 방법을 나타낸 구성도

도 5는 본 고안에 의한 MLG 구동전압 발생 회로도

도 6은 본 고안에서 사용된 MLG 구동신호의 파형도

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *

10 : 반도체 기판 11 : 제 1 게이트 전극

13 : 비정질 실리콘막 15 : 소스/드레인 전극

16 : 절연막 17 : 제 2 게이트 전극

18 : ITO막 20, 32 : LCD 패널부

21, 27 : 제 1 게이트 패드 23, 25 : 제 2 게이트 패드

30 : 게이트 드라이버 IC부

고안의 상세한 설명

    고안의 목적

    고안이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 고안은 박막 트랜지스터 액정표시(TFT-LCD) 장치의 멀티 레벨 게이트(Multi Level Gate: MLG) 구동전압 발생
회로에 관한 것으로, 특히 2개의 게이트 신호를 사용하여 MLG 구동신호를 발생시킴으로써 플리커(flicker)를 감소시
킨 MLG 구동전압 발생회로에 관한 것이다.

일반적으로, 액정표시소자는 액정을 구동하기 위한 스위칭 소자로 박막 트랜지스터(TFT)가 사용되고 있으며, 이 TF
T 스위칭 소자를 이용하여 액정을 구동하는 경우, 스위칭 소자를 온/오프 하기 위한 전압 즉, 게이트 온/오프 전압을 직
류(DC) 전압을 사용하고 있고, 이 직류(DC) 전압을 스위칭 신호(STV)를 이용하여 게이트 드라이브 IC에서 스위칭 
파형이 출력되게 된다.

TFT LCD는 노트(Note) PC용에서 모니터용으로 가면서 패널 크기가 대면적 및 고정세화로 가고 있다. 이에 반하여, 
구동을 위한 게이트 정압은 각 화소에 스캔(scan)시 타이밍 마진(timing margin)이 작아지게 되어 화소충전이 작아 
플리커(flicker)와 크로스토크(crosstalk)가 일어난다. 크로스토크는 라인 인버전(line inversion) 방식에서 도트(d
ot) 인버전 방식으로 구동시키면서 개선이 되었으나 플리커는 계속해서 문제되고 있다.
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플리커는 라인(line)간 또는 프레임(frame)간 액정에 인가되는 실제전압이 절대치 차이로 발생함에 따라 이 차이가 화
면에 누적되어 나타나는 깜박이는 현상이다. 플리커의 원인으로는 여러 가지가 제시되고 있으나 그중 하나가 킥백 전압
(ΔVp : 게이트 전압의 급강하로 인해 생기는 전압) 의존성인데, 킥백 전압(ΔVp)은 게이트 전압이 온-전압(Von)에
서 오프-전압(Voff)으로 바뀔 때 데이타 전압이 정상 레벨보다 약간 떨어지는 전압강하 현상이다. 이 플리커는 패널이 
대면적화로 갈수록 게이트라인의 저항이 증가하여 작은 타이밍 마진과 더불어 화소충전에 영향을 끼친다. 이러한 영향
으로 디스플레이 화질에 나쁜 영향을 주게된다. 또한, 게이트 라인의 RC 로드(load)에 의해 RC 딜레이(delay)가 크게 
되어 패널의 좌측 및 우측에 편차를 갖게 한다.
    

도 1a는 종래 기술에 따른 멀티 레벨 게이트(MLG) 구동전압 발생회로를 나타낸 블록도이다.

종래의 MLG 구동전압 발생회로는 게이트 드라이브 IC의 출력을 제어하는 신호(CPV/OE)와 게이트 온 전압(Von)을 
수신하여 멀티레벨구동전압(Von)을 발생하는 멀티 레벨 게이트구동전압 발생 회로부(1)와 상기 멀티레벨게이트구동
전압(Von)을 수신하여 LCD 패널부(3)의 게이트 라인을 구동하는 게이트 드라이버 IC부(2)를 구비하고 있다.

도 1b는 종래의 MLG 발생 회로부(1)의 출력 파형를 나타낸 것이고, 도 1c는 종래의 게이트 드라이버 IC부(2)의 출력 
파형을 나타낸 것이다.

    고안이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 종래의 박막트랜지스터 액정 표시장치의 게이트구동전압 발생회로는 다음과 같은 문제점들이 있었다.

    
먼저, 멀티레벨게이트(MLG) 구동전압을 발생하기 위한 회로 구성이 추가로 필요하게 되어 제조비용의 상승과 PCB 면
적을 증가시키는 단점이 있었다. 그리고, 멀티레벨게이트 구동전압(MLG)이 도 1b와 같은 펄스 파형이 발생됨으로써 
EMI에 취약하게 된다. 그리고, TFT의 게이트 온 신호를 교류 전압(AC)으로 인가함에 따라 게이트 드라이버 IC 및 패
널(panel)에서 신호의 지연이 발생하게 되고, 전압 레벨이 떨어지는 문제점이 있었다. 또한, 게이트 온 전압(Von)의 
값은 하이 전압(20V 이상)을 사용함으로써 하이 전압 래팅(rating)을 요구하는 캐패시터에 대해 제약을 받으며, 게이
트 드라이버 IC의 하이 전압 공정에 따른 수율이 감소되는 문제점이 있었다.
    

따라서, 본 고안은 상기 문제점을 해결하기 위하여 이루어진 것으로, 본 고안의 목적은 상부와 하부에 2개의 게이트 라
인 구조를 갖는 TFT 어레이 구조와 2개의 CPV에 의해 동기되는 2개의 게이트 신호를 생성해내는 회로를 갖는 모듈을 
결합하여 1개의 MLG 구동신호를 발생시킴으로써 플리커를 감소시킨 MLG 구동전압 발생회로를 제공하는데 있다.

    고안의 구성 및 작용

    
상기 목적을 달성하기 위해 제안된 본 고안은 박막 트랜지스터 액정 표시 장치에 있어서, 다수개의 화소로 이루어진 액
정 패널과 게이트 구동부를 포함하고 있다. 액정 패널을 이루는 각각의 화소는 박막 트랜지스터를 구비하고 있으며, 박
막 트랜지스터는 채널의 상부에 제1 게이트가 형성되어 있고 채널의 하부에 제2 게이트가 형성되어 있다. 게이트 구동
부는 박막 트랜지스터의 동작을 제어하기 위하여 제1 게이트에 제1 구동전압을 인가하고 제2 게이트에 제2 구동전압을 
인가한다. ㅂ람직하게는, 제1 구동전압과 상기 제2 구동전압은 동일한 개시 시점을 가지지만 다른 폭을 갖는다.
    

이하, 본 고안의 실시예에 관하여 첨부도면을 참조하면서 상세히 설명하기로 한다.

도 2는 본 고안에 의한 MLG 구동전압 발생 회로의 어레이 단면도이다.
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도시된 바와 같이, 일반적인 5마스크(Mask) 구조의 어레이 구조 위에 상부 게이트 레이어(Layer)를 추가하는 방법으
로, 레이어의 구성은 다음과 같다.

먼저, 반도체 기판(10) 위에 제 1 게이트 전극(11)을 형성한 다음, 그 위에 비정질 실리콘(a-Si)으로 액티브 층(13)
을 형성한다. 그 후, 소스/드레인 전극(15)을 형성한 다음, 전체 구조물 위에 절연막(16)을 형성한 후 전기적인 접촉을 
위해 소스/드레인 전극(15)에 비아 콘택을 형성한다. 그 후, ITO(18)를 형성한 다음 상기 제 1 게이트 전극(11)이 형
성된 상부의 절연막(16) 위에 제 2 게이트 전극(17)을 형성한다.

도 3 및 도 4는 본 고안에 의한 2중 게이트 형성을 위한 게이트 패드 형성 방법을 나타낸 것이다.

먼저, 도 3은 LCD 패널부(20)의 한쪽에 제 1 및 제 2 게이트 패드(21)(23)를 형성한 것을 나타낸 것이고, 도 4는 L
CD 패널부(20)의 양쪽에 게이트 패드(25)(27)를 각각 하나씩 형성한 것을 나타낸 것이다.

도 3과 같이, 게이트 라인 패드와 TCP를 한쪽에서 콘택시키는 방법은 패널크기의 변화 없이 2개의 게이트 라인과 TC
P를 본딩시킬 수 있으나 TCP 본딩시 복잡해지는 단점이 있다.

그리고, 도 4와 같이, 패널 양쪽에 제 1 및 제 2 게이트 라인을 독립된 TCP와 연결시키는 방법은 TCP 본딩작업이 쉬
워지는 장점이 있는 반면에 패널 양쪽에 PCB가 있어서 모듈 크기가 커지고, 패널 한쪽에 게이트 패드를 형성하는 것보
다 2배의 게이트 TCP가 사용된다는 단점이 있다.

도 5는 본 고안에 의한 MLG 구동전압 발생 회로도이다.

도시된 바와 같이, 직류전압(DC)인 제 1 및 제 2 게이트 온 전압(Von1)(Von2)과 멀티레벨게이트구동전압(MLG)의 
타이밍을 컨트롤하기위한 제 1 및 제 2 제어 신호(CPV1)(CPV2)를 수신하여 LCD 패널부(32)의 게이트 라인을 구동
하는 신호를 발생하는 게이트 드라이버 IC부(30)를 구비한다.

    
상기 제 1 게이트 온 전압(Von1)은 제어 신호(CPV1)에 의해 제어되고, 제 2 게이트 온 전압(Von2)은 제 2 제어 신
호(CPV2)에 의해 제어가 된다. 제 1 제어 신호(CPV1)의 라이징 에지(rising edge)에서 다음 제 1 제어 신호(CPV1)
의 라이징 에지까지 TFT의 제 1 게이트에 제 1 게이트 온 전압(Von1)을 인가하게 된다, 동시에 제 2 제어 신호(CPV
2)의 라이징 에지에서 다음 라이징 에지까지 TFT의 제 2 게이트에 제 2 게이트 온 전압(Von2)을 인가한다. 이때, 제 
1게이트 온 전압(Von1)과 제 2 게이트 온 전압(Von2)은 도 6에 도시된 바와 같이, 동일한 스타트 포인트(start poi
nt)를 갖기 때문에 TFT의 게이트에 인가되는 신호는 제 1 게이트 온 전압(Von1)과 제 2 게이트 온 전압(Von2)이 동
시에 '하이'인 구간에서 'Von1 + Von2'에 해당하는 게이트 온 전압(Gate On Voltage)을 느끼게 된다.
    

'Von + Voff'를 TFT의 게이트가 느끼는 시간은 제어 신호(CPV)의 '하이' 펄스구간동안 지속이 된다. 제 2 제어신호
(CPV2)의 레벨이 '로우'로 된 순간에도 제 1 제어신호(CPV1)는 일정 구간동안 '하이' 레벨을 유지한다. 제 1 제어신
호(CPV1)가 '하이'를 유지하는 동안 TFT의 게이트는 제 1 게이트 온 전압(Von1)을 인가 받게 된다.

이때의 전압은 제 2 제어 신호(CPV2)의 '하이' 펄스폭과 제 1 제어 신호(CPV1)의 '하이' 펄스폭의 차(△t)만큼 유지
한다. 가령 게이트 드라이버 IC 외부에서 제 2 제어 신호(CPV2)의 '하이' 펄스폭을 감소시키거나, 제 1 제어 신호(CP
V1)의 '하이' 펄스폭을 증가시키면 △t를 늘릴 수 있다.

또한, 제 1 게이트 온 전압(Von1)과 제 2 게이트 온 전압(Von2)의 레벨을 변화 시킴으로써 MLG의 전압 레벨의 변형
이 이루어진다.

상기의 방법에 의하여 LCD 구동부에 별도의 MLG 회로없이 MLG가 구현된다.

    고안의 효과
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이상에서 설명한 바와 같이, 본 고안에 의한 박막트랜지스터 액정 표시장치의 게이트구동전압 발생회로는, 기존의 복잡
한 MLG 구동을 2중 게이트라인을 이용해서 단순 게이트파형을 중첩시킴으로써 MLG를 구현할 수 있다.

또한, 상하에 있는 게이트라인에 의해 비정질 실리콘층(a-Si)에 전하를 유기하므로써 1개의 게이트라인보다 전하이동
도(Mobility)를 향상시키는 부가적인 효과가 있다.

또한, MLG 회로를 구성하면서 발생하는 부품의 첨가(OP 앰프, 트랜지스터, 저항, 캐패시터 등)가 없어지고, 이로 인해 
인쇄회로기판(PCB) 면적의 축소를 가져온다.

기존의 MLG에서는 하이 전압을 AC 신호(수평 주파수)로 게이트 드라이버 IC에 전송하였기 때문에 이에 따른 신호의 
지연과 전압 레벨이 떨어지는 현상이 발생하였으나, 본 고안에서는 게이트 드라이버 IC에 전송하였기 때문에 이에 따른 
신호의 지연과 전압 레벨이 떨어지는 현상이 발생하지 않는다.

그리고, AC 형태의 게이트 온 전압(Von)을 사용함으로써 EMI에 영향을 줄 수 있으나 본 고안에서는 DC 신호를 사용
하기 때문에 그러한 가능성이 배제된다.

또한, 기존의 게이트 드라이버 IC에서는 하이 게이트 온 전압의 입력을 받기 때문에 하이 전압 프로세싱(processing)
이 필요하였지만, 본 고안을 이용하면 기존 게이트 드라이버 IC의 로우 게이트 온 전압으로 구동이 가능하여 하이 전압 
프로세싱이 필요없게 되는 장점이 있다.

아울러 본 고안의 바람직한 실시예들은 예시의 목적을 위해 개시된 것이며, 당업자라면 본 고안의 사상과 범위 안에서 
다양한 수정, 변경, 부가등이 가능할 것이며, 이러한 수정 변경등은 이하의 특허청구범위에 속하는 것으로 보아야 할 것
이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

박막 트랜지스터 액정 표시 장치에 있어서,

다수개의 화소로 이루어진 액정 패널—여기서, 상기 화소의 각각은 박막 트랜지스터를 구비하고 있으며, 상기 박막 트
랜지스터는 채널의 상부에 제1 게이트가 형성되어 있고 채널의 하부에 제2 게이트가 형성되어 있음—과,

상기 박막 트랜지스터의 동작을 제어하기 위하여 상기 제1 게이트에 제1 구동전압을 인가하고 상기 제2 게이트에 제2 
구동전압을 인가하는 게이트 구동부를

포함하는 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정 표시 장치.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 제1 구동전압과 상기 제2 구동전압은 동일한 개시 시점을 가지지만 다른 폭을 갖는 것을 특징으로 하는 박막 트랜
지스터 액정 표시 장치.

청구항 3.

삭제

청구항 4.
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삭제

도면
도면 1a

도면 1b

도면 1c

도면 2
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도면 3

도면 4

도면 5
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专利名称(译) 薄膜晶体管液晶显示器

公开(公告)号 KR200288792Y1 公开(公告)日 2002-09-09

申请号 KR2020020006839 申请日 2002-03-08

[标]申请(专利权)人(译) 现代显示技术

申请(专利权)人(译) 股份公司现代显示技术

当前申请(专利权)人(译) 股份公司现代显示技术

[标]发明人 PARK JUNGKOOK
박정국
AN CHIWOOK
안치욱

发明人 박정국
안치욱

IPC分类号 G02F1/133

摘要(译)

本发明涉及薄膜晶体管液晶显示器。并且，其目的在于将薄膜晶体管液
晶显示器操作为多级栅极模式，而不需要用于多级栅极驱动的附加电
路。薄膜晶体管液晶显示器包括由多个像素组成的液晶面板和栅极驱动
单元。包括液晶面板的每个像素包括薄膜晶体管。并且在沟道下部的第
二栅极形成在沟道的上部，形成在薄膜晶体管上。因此，栅极驱动单元
控制薄膜晶体管的操作，在第一栅极中授权第一驱动电压，在第二栅极
中授权第二驱动电压。 ㅂ直接螃蟹具有第一驱动电压和第二驱动电压相
同时的开始时间。而另一个宽度。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/78068d1a-f230-4d67-8230-6c5982c9c93f

